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Раснлаи: хлоридов и фторидов щелочных металлов, и их смесей широко 
иснользуются для электролитического нолучения кремния. Структура 
электролитических осадков Si нолученных из таких систем онисана в 
литературе [ 3 يا ]. Влияние анионов с большим ионным радиусом на структуру 
электролитических осадков кремния до сих нор не изучено. Иоэтому целью 
данной работы было изучение влияния на морфологию электролитических 
осадков кремния добавок KI в хлоридно-фторидные электролиты на основе 
солей калия.

Соли и фторидно-хлоридные электролиты готовили но методике, 
онисанной в работе [4]. Иснользовали индивидуальные соли KC1 и KFHF 
марки «х.ч.», K2SiF6 марки «ч.д.а.», KI марки «о.с.ч.» и диоксид кремния 
нроизводства ОАО «Русский магний».

Электрохимическое осаждение кремния нроводили в раснлавах, мол.%: 
KF(60)-KCl(30)-K2SiF6(10)-SiO2 и KF(40,5)-KCl(49,5)-K2SiF6(10)-SiO2 с 
добавками KI от 1 до 5 мол.%. ироцесс вели нри 973 К на графитовой нодложке 
в атмосфере воздуха в графитовом тигле, который служил анодом.
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Рис. 1. SEM-микрофотографии осадка Si нолученного электролизом расплава: 

а -  KF(60,0)-KCl(30,0)-K2SiF6(10,0)-S^2(^.) (ik = 0,02 A/см2, т = 973 K);
О -  ^(58 س(2, بم02( ص1(29,1^-)ء6(9,7-)مم(3,0)ا .) (ik = 0,02 A/см2, т = 973 K).

В насыщенных но оксиду кремния раснлавах введение йодида калия нри 
нрочих неизменных нараметрах нроцесса электролиза нриводит к укруннению 
микрочастиц осадка кремния, структура меняется с волокнистой (рис. 1, а) на 
нреимущественно губчатую (рис. 1, О). Микрорентгеноснектральный анализ 
ноказал значительное увеличение содержания кислорода в осадке Si
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полученного из электролита с добавками иодида калия. При этом структура 
электролитического осадка кремния в насыщенном по диоксиду кремния 
расплаве практически не зависит от количества KI в диапазоне от 1 до 5 мол.% 
и от мольного соотношения RF/KC1 в диапазоне от 2 до 0,8 в расплаве 
растворителе.

В ненасыщенных по диоксиду кремния расплавах получены компактные 
слоистые осадки кремния (рис. 2), которые имеют трещины в радиальном 
направлении. В подобных расплавах без добавок иодида калия плотных 
осадков кремния получить не удалось -  получаются микроволокнистые 
структуры кремния.

Рис. 2. Поперечные сечение осадка кремния полученного электролизом расплава 
^F(40^)-^C1(49 0)-^؛S^;(9,9)-^I(^ ,0)-S^O؛̂؛ ,̂ ,̂̂  (ik = 0,02 A/см2, Т = 973 K)
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